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第 3章では、(100)面基板上の GaAs1-xNx(x=0.004~0.015)薄膜、および、GaAs1-xNx(d=5, 10, 20 nm, 
x=0.009)/GaAs 単一量子井戸を試料とし、重い正孔(heavy hole: HH)と軽い正孔(light hole: LH)の
励起子に対する格子歪み効果について述べた。GaAs1-xNx 薄膜において、PR スペクトルから得られた
励起子エネルギーの実験結果に対して、k・p 摂動論に基づく格子歪み効果の理論に基づいて詳細に




































ことを明らかにしている、さらに、GaAs1-xNx(層厚 5, 10, 20 nm: x=0.009)/GaAs 量子井戸における
正孔サブバンド構造の層厚依存性を系統的に測定し、格子歪み効果を考慮した有効質量近似に基づく
解析から、軽い正孔サブバンドが価電子バンドの頂上であることを明らかにしている。 




(411)A 面基板上の GaAs1-xNxは局在性の低減に有効であるとの知見を得ている。 
最後に、上記の GaAs1-xNx 薄膜を対象として、高密度励起条件での発光特性に関する系統的な測定
を行い、励起子一励起子散乱による発光が発現することを世界に先駆けて見出している。さらに、励
起子一励起子散乱発光において、光学利得が存在することを明らかにし、誘導放出が生じていること
を実証している。 
以上を総合して、本論文は、希薄窒化物混晶 GaAs1-xNx 薄膜と量子井戸のバンド構造と発光特性に
関して斬新かつ重要な知見を提示しており、光物性と光デバイス分野の発展に寄与するところが大き
い。よって、本論文の著者は、博士(工学)の学位を受ける資格を有するものと認める。 
 
